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sition were modified at different temperatures, and the efficiency increased by 
5/6 percent. Increasing the photoconversion by increasing the optical path of 
the incident light was one of the main issues. To solve this problem, as a 
window layer ZnO/Al layers were a very convenient way. So the surface mor-
phology of these layers showed us that they have thin elongated nanopores. 
The light falling on these windows suffered less loss when reflected on this 
nanotextured surface. In the most general case, all the cases mentioned above 
were investigated. This type our studies will continue for further modification 
of thin layers. 
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Elektron texnikasının praktiki olaraq bütün qurğularında geniş istifadə 
olunan Şottki kontaktlarında baş verən elektron prosesləri mürəkkəb xarakter 
daşıyır və hazırda intensiv tədqiq olunur. Təqdim olunan məruzədə metal-
GaAs Şottki diodların (ŞD) enerji quruluşunun xüsusiyyətlərinin tədqiqindən 
alınan nəticələrdən bəhs olunur. Aşkar olunmuşdur ki, real, yəni məhdud 
qeyri-bircins kontakt səthinə malik ŞD-larda əlavə elektrik sahəsi (ƏES) ya-
ranır və onlar ikiçəpərli enerji strukturu ilə təsvir olunur [1].  

Kontaktın mərkəzi hissəsində ФB1 və periferiyası boyunca ФB2 potensial 
çəpərlərinin hündürlükləri fərqli olan ŞD-lərin enerji quruluşunun ƏES gər-
ginliyinin UC təsiri ilə formalaşmış təsviri şəkil 1-də əks olunub.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şək. 1. Şottki diodların iki çəpərli enerji quruşunun təsviri 
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Metal-GaAs ŞD-də ikiçəpərli energetik quruluşuna əsasən düz və əks 
istiqamətlərdə VAX aşağıdakı düstur kimi ifadə olunur: 

𝑰 = 𝑰𝟏 + 𝑰𝟐 = 𝑺𝟏𝑨𝑻𝟐 𝒆𝒙𝒑( −
𝜱𝑩𝟏 + 𝒒𝜷𝟏𝑼

𝒌𝑻
) [𝒆𝒙𝒑(

𝒒𝑼

𝒌𝑻
) − 𝟏] + 

+𝑺𝟐𝑨𝑻𝟐 𝒆𝒙𝒑( −
𝜱𝜝𝟐+𝒒𝜷𝟐𝑼

𝒌𝑻
) [𝒆𝒙𝒑(

−𝒒𝑼𝑪+𝒒𝑼

𝒌𝑻
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Təcrübi olaraq Au-GaAs ŞD-nun tədqiqi göstərir ki, onların şəkil 2-də 
göstərilən 100 – 320 K temperatur intervalında VAX-ları (2) düsturu ilə yaxşı 
təsvir olunur və temperatur azaldıqda UC artır. 

Şək. 2. Au-nGaAs ŞD-nin VAX-nın temperatur asılılıqları. 
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Kvant çuxuru müstəvisinə parallel sabit maqnit sahəsində H=H(H,0,0) yerləşən 
parabolik potensiallı  

𝑈 =
1

2
𝑚𝜔0

2𝑧2 (1) 

kvant çuxuruna malik yarımkeçirici strukturlarda elektronun dalğa funksi-
yasını  

Ψ𝑛ⅈ,𝒌
(𝐫) = 𝑢𝑖(𝒓) 𝜓𝑛ⅈ,𝒌

(𝐫) (2) 
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